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Einleitung

Die im folgenden zusammengefallten Schaltunterlagen stellen
eine Auslese aus der grolen Zahl vorteilhafter Anwendungen
von Halbleiterbauelementen, insbesondere Transistoren, dar.
Damit sollen in erster Linie allgemeine Anregungen vermit-
telt und Schaltbeispiele gegeben werden, die natiirlich dem
besonderen Fall der Anwendung und den jeweiligen Anforde-

rungen noch angepafit werden kénnen.

2. Auflage.



















































In dem Beispiel der Schaltung Nr.29 ist eine andere Még-
lichkeit fiir die Verbesserung der Impulsform durchgefiihrt.
Der Kondensator Cj; ist durch einen weiteren Transistor ent-
koppelt, so dall die Zeitkonstante nicht von dem zugeh&rigen
Kollektorwiderstand bestimmt wird, sondern durch die drit-
te Transistorstufe. Es wird eine Flankensteilheit von etwa

3 usec. erreicht.
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Horhilfe - Verstarker
mit 3 Transistoren TF 65
Batteriespannung 2,8V
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Schaitbeispiel ohne Gewdhr
beziiglich Fatentverletzung
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Mi = Siemens Magnetmikrophon E.div. 47¢
H = Siemens Magnethérer E. div. l6e
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Ry= 16kQ Cy = QIuF

Ri- 30kQ Cy= entsprechend Jmpulsdauer ¢;

R;=30kQ Cy=10uF

Rg=10kQ Ausgangsimpulsdauer {;=069xRyxCoitjz5u sek.

max. Betriebstemperatur 65°C
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SIEMENS

Bistabile Kippschaltung
mit 2 Transistoren TF 65
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Schaltbeispiel ohne Gewdhr
beziiglich Patentverletzung
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Ry= R=10kQ

C=C3=600pF

Cy=l0uF
Umschaltzeit:ts =2 u sek.
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Berechnungsgrundlagen : Beispiel :
C;’Cz’-sag - Cy=Co>500pF
Rfﬁg!]‘ﬁqﬁ—f Ri=R4=25kR
Ras o,a-ﬁf:g*u“zu' Ra=R3=50kQ

R3=08 -R¢ B f

1" TR troTR T
*Gleichstromverstirkung bei Ip max

r -,"rbesﬁmmt Cyund C2
max. Betriebstemperatur 65°C
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SIEMENS

Astabile Kippschaltung
fur grofle Flankensteilheit
mit 3 Transistoren TF 65
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Umschaltzeit =5u S

Rr =50k

CI= C2>5OOPF

max. Betriebsternpe -
ratur ca. 60°C
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Schaltbeispiel ohne Gewdhr
beziglich Patentverletzung




% Blinklichtgerat

SIEMENS Betrieb mit astabiler Kippschaltung
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Schaltbeispiel ohne Gewdhr
bezdglich Patentverletzung

HaK 8969/22756

Cy=50uF

Ry=tkQ

Ry =15kQ
R3=5kQ
Ry = 400Q

Cp=25uF
L =Gliihlampe 4+6V; Q1A

' Frequenz ca. 2Hz

Lichtimpulsdauer : 01sec.
Tumg bis 60°C




,m Photoelektrischer Schaltverstarker
mit Photo-Diode TP 50
SIEMENS Photostrom bewirkt Anziehen eines Relais
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50 uA Photostrom bewirken sicheres Anziehen des Relais

Relais Trls I5/x TBv 65017 /71d mit Klebblech

Tumg bis 45°C
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Schaltbeispiel ohne Gewdhr
beziiglich Patentverletzung

HaK 8970/19.757
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Abfallempfindlichkeit :ca 50 uA
TuUmg bis 45°C
Stromaufnahme:
Relais angezogen ca. 30 mA
Relais abgefallen ca. 2mA

Ry=Ry = Ry=5kQ 1/20W
Relais: Irls Bix TBv 65017/71d mit Klebblech
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